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希薄磁性半導体は半導体の電気的性質と磁性体の磁気的性質を併せ持つ物質としてスピントロ

ニクスへの応用が期待されている。その中でも ZnO はワイドバンドギャップや大きい励起子エネ

ルギーを持つことで大きな注目を浴びている。これまで当研究室では ZnO ナノ微粒子に Al や Mn

などの 3d 遷移金属をドープし、それによる磁化の向上などを報告してきた。本研究では 4f 遷移

金属で、唯一 4 価で安定なイオンを持つ Ce をドープし、その物性について評価した。 

湿式混合法を用いて、SiO2で包含されたZn1－xCexOナノ微粒子(x＝0, 0.03, 0.05, 0.1)を作製した。

粉末 X 線回析（XRD）から得られたピークよりすべての試料でウルツ鉱型構造をとることがわか

った。Zn K 吸収端、Ce LⅢ吸収端について X 線吸収微細構造（XAFS）測定を行った。。Ce LⅢ吸

収端の測定から x＝0.05 のとき Ce イオンが 3 価で存在し、x＝0, 0.03, 0.1 のとき Ce イオンが４価

で存在していることがわかった。吸光度測定によりバンドギャップエネルギー（Eg）を算出した

ところ、Ce のドープ量にしたがい、バンドギャップエネルギーが変化することがわかった。マテ

リアルアナライザーによる電気伝導率の測定結果より、Ce ドープ ZnO は半導体であることがわ

かった。磁化測定の結果から作製した試料が x＝0.05 の粒子のときに T＝5 K の低温で超常磁性的

挙動を示すことがわかった。これらよりCeドープZnOは新規希薄磁性半導体として期待できる。

また、蛍光分光光度計によるフォトルミネッセンス（PL）測定から酸素欠損由来の発光が確認で

きた。この酸素欠損によりドナー準位が形成され半導体を導くと考えられる。この酸素欠損は

XAFS 解析からも裏付けられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Ce LⅢedgeにおけるXANESスペクトル   Fig.2  T=5 KにおけるZn1－xCexOの磁化曲線 
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